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Résumé : 
Cette thèse a trait à la nitruration des matériaux III-V.  La nitruration est un traitement de 

surface intervenant dans la croissance des hétérostructures du type InN/InP et GaAs/GaN. Ces 

deux structures représentent actuellement les matériaux idéaux pour l'élaboration de diodes 

électroluminescentes (DEL) opérant dans la gamme vert-bleue et UV du spectre 

électromagnétique et portent ainsi un fort potentiel dans les domaines de la micro, de la nano et 
de l’optoélectronique.  

L’étude du processus de nitruration a été menée en employant des méthodes d’analyse 
de surface telles que la spectroscopie de photoélectrons (XPS) et d’électrons Auger. 

 
Des mesures électriques courant-tension et capacité-tension ont permis d’étudier 

électriquement ces structures nitrurées et d’en extraire tous les paramètres physiques et 
électroniques. Une corrélation significative a été constatée entre les caractéristiques 
physicochimiques et les propriétés électriques. 

Mots clés: 

     Nitrure de Gallium (GaN)  
     Nitrure d’indium (InN)  
     Nitruration  
     Spectroscopies électroniques (AES, XPS) 
     Mesures électriques I(V), C(V))    

 

 

 

Abstract : 

 

This thesis deals with the nitriding of III -V materials. Nitridation surface treatment is 

involved in the elaboration of heterostructures like InN / InP and GaAs / GaN . These two 

structures are currently the ideal materials for the development of light emitting diodes (LED) 

operating in the blue -green and UV range of the electromagnetic spectrum and present a great 

potential in the fields of micro, nano and the optoelectronics. 

 

The study of the nitriding process was carried out by using surface analysis as photoelectron 

spectroscopy (XPS) and Auger electron methods. 

 

Electrical current-voltage and capacitance-voltage measurements were used to study the nitrided 

structures. Then we have extracted the physical and electronical parameters. A significant 

correlation was found between the physicochemical characteristics and electrical properties. 
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 الملخص
 

 سطحيت هعالجت هي الٌخشجت عوليت.. .  سسالت الذكخىساٍ هزٍ حخص دساست عوليت ًخشجت الوىاد عوليت ًخشجت الوىاد            
الوخخلفت هي الٌىع  الخشكيباث اًواء في حخذخل  

 

 فىق والأشعت والأصسق الأخضش الٌطاق في للضىء العاهلت الباعثت الثٌائياث لخطىيش هثاليت هىاد حاليا هي الهياكل هزٍ
.الضىئي الإلكخشوًياث و ًاًى الويكشو، هجالاث في كبيشة إهكاًاث ححول وبالخالي الكهشوهغٌاطيسي، الطيف هي البٌفسجيت  

أوجي        الإلكخشوى الضىئيت             وأساليب هثل السطحيت الطيفي الخحليل باسخخذام الٌخشجت عوليت دساست أجشيج وقذ
. 

الهياكل الخاضعت لعوليت الٌخشجت  هزٍ لذساست الجهذ راث الكهشبائيت والسعت الحالي الجهذ قياساث واسخخذهج   
 الفيضيائيت الخصائص بيي إحصائيت دلالت راث علاقت على العثىس حن. والإلكخشوًيت الواديت الوعلىهاث كافت  واسخخشاج كهشبائيا

   .الكهشبائيت والخىاص والكيويائيت
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